Marked with: 1} AB AC AD A6 A M AK BCX 70/BCX 70R

@> Gestempelt mit: BCWGSOA BCWSOB BCWGOC BCWGOD BCK70G BOX70H BCX70J X0k BCW 60/BCW 60 R

Gestempelt mit:  BCW 60 RA BCW 60 RB BCW 60 RC BCW 60 RD BCX 70 R6 BCX 70 RH BCX 70 RJ BCX 70 RK
Marked with: i) yi] c n 26 H u K

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar AF Transistor

Anwendungen: Vorstufen und Schalter in Dick- und Dinnfilmschaltungen
Applications: Pre-stages and switches in thick and thin film circuits

Besondere Merkmale: Features:
@ In Gruppen sortiert @ In groups selected
@ Komplementar zu BCW 61 und BCX 71 ® Complementary to BCW 61 and BCX 71

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

<<

0,1t0015 0,95 0,95 0,1+0.018 _295 0,95
1 R & el e | Normgehéuse
| A Case
2,5 ‘ 1,25 2,5 ‘ 1,25 23 A 3DIN 41869
o 0,5 c ? o1 6,5 c ? (SOT 23)
- 0,43 . b1 _Iloss Gewicht - Weight
9303 2 le—2,9 —! 0308 v2 le— 2,9 max. 0,02 g
BCW 60 BCW 60 R
BCX 70 BCX70R
Absolute Grenzdaten . BCW 60 BCX 70
Absolute maximum ratings BCW 60 R BCX70R
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 32 45
Collector-emitter voltage Uces 32 45
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 Vv
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 200- mA
Collector current
Basisstrom Ig 50 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb S 45°C, Ripja < 700 K/IW Piot 150 mwW
Sperrschichttemperatur t 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —55..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.459/0475A 2
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BCW 60 - BCW 60 R
BCX 70-BCX 70R

Wiarmewiderstiinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung )
Junction ambient

auf Glassubstrat 7x7x1 mm
on glass substrat

auf Keramik 30x12x1 mm
on ceramic

KenngréBen
Characteristics
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tamp = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ucg = 32V BCW 60/BCW 60 R

Ucg = 45V BCX 70/BCX 70R
famb = 150°C,

Ucg = 32V BCW 60/BCW 60 R
Uce = 45V BCX 70/BCX 70 R

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =4V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic =2mA BCW 60/BCW 60 R
BCX 70/BCX 70R

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

Ic = 10mA, Ig = 0,25 mA

Ic = 50mA, Ig = 1,25mA

Basis-Séattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic = 10mA, Ig = 0,25 mA
Ic = 50mA, Ig = 1,25mA

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE = 5V, IC =2mA

STTY

Ripgn

Ices
Ices

Ices
Ices

IeBo

Usriceo 32
UBricEO 45

Usreeo 5

UcEsat
UcEsat

UEsat
UBEsat

Ugg 550

Typ.

120
200

0,7
0,83

Max.
700 K/W
450 K/Iw
20 nA
20 nA
20 HA
20 WA
20 nA
\
\
Vv
350 mV
550 mvV
0,85 \
1,05 v
750 mvV



BCW 60 - BCW 60 R
BCX 70-BCX 70R

Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg =5V, Ic = 2mA BCW 60 BCX 70
BCW60RBCX70R
Gruppe/Group: A - G hgg 120 220
B H & FE 180 310
[+ J heg 250 460
D K h FE 380 630
UCE =5V, IC = 10pA
Gruppe/Group: A G hre -
B H hpg 20
C J hrg 40
D K hpg 100
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 5V, Ig = 10mA, f = 100 MHz ST 125 250 MHz
RauschmaB
Noise figure
UCE = 5V, IC = 200|JA, RG = 2kQ,
f=1kHz, A f= 200Hz F 2 6 dB
f BCW 80 Ugg=32V T F =) ? 181804
BCX 70 Ugg =45V 7
Ices / UcEsat
UEsat hre = 40
1000 y 08 Iamb =25 °C
- " 2 =001 A
nA P i/ v r, =03 ms A
/ / Upk sat | {11
Streugrenze Y LT
100_ ing ”;,,,', ? 0.5 ot
/L‘ ’
4
10414 04
1 ye 0,2 v
4 m UCEsat L1
013 50 100 °C % 1 10 mA
I~—
famb ——— C
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BCW 60 - BCW 60 R
BCX 70 - BCX 70R

Jd=t=1 T 75 1067 ™ 75 1883 T
f ) Ig=30pA ‘Lv—r‘r—r‘ ?
| famb=25°C
Ic ‘l ln b Ic
T T
8 bA 80
mA mA famb =25°C
Is=0.35mA !
20 pA L 0,30 mA
/
6 60 / O”MA‘ 1
/ Yy
15 pA /Ow——'
AT
4 40 / 015 MA _L_tueste=t
B T 1
10 pA || 010 mA
| 4’
Y’
2 201 0,05 mA
5 pA
pd
o 04 08 12 16V o 04 08 12 16V
Uce— Uce—
? Ig=40 pA 75 1668 T T 75 1664 T8
[
IC 3.5 uA
c
800 famb=25 °C ] 80
uA 3.0 pA mA tamb=25°C
Is =030 mA
! b
m 025 m
25 A
600 TT1 ST T T
' I ] 0,20 mA_LA
el é"i—rf‘ .——-—-\—-—'
015 mA 4=
400 40
15 uA 4 I l I
010 mA .
1] ot
I
10 uA
200 l | 20§11 005mA
OSpA
[0} 1 2 3 4V 0 4 8 12 16 V
UcE —= UCE —»
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BCW 60 - BCW 60 R
BCX 70-BCX 70R

r Ugg=081V 76 1068 T
Ie ]
800 famp=25°C |
pA
0,60V
600
| | | | 059v
‘ a
400 0,58V
H
0,57 Y
1]
0,56
20 LI lv
0,55 V
0,54 V
0,53V 052V 051V
— el AV 4 T
o e e
o 2 3 4 Vv
Ucg—
f BCW 60A : 75 1659  TIK]
BCX 70G
hee
500
200 famb =100°C - \
"%'Cﬂ‘/ ’-u\\:
=all¥lPa
100 - A
_50'9
P
W
‘/
50 Uog=1V
/
10
0,01 o1 1 10 mA
IC —_—

t 'U;=a61 v 78 1865 T
Ic
mA
| 066 V
6
s 085V
2
064 V
083 v 082V
Lt /7 1 1 1
L1 11
o] 4 8 12 6V
Ucg—™
? Bcw 608 73 1660 T
A BCX 70H
FE
500
1,,,,,,=1oo'c] " \\
/’—P/[;[C 1/
20017 s
) ey
| L1 /rl ’ // \\
-50°C 41
100 g
v
d
504 Ugg=1V
10
0,01 o1 1 10 mA
e—
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BCW60-BCW60R
BCX 70-BCX 70R

f gg;’ sg::() Ti 75 1862 T 1 BCW 60C 75 1861 Tik
hFE o= 100°C BCX 701
500 < heg —tt
T |2 NY 500 s 100°C A q
—"/'l //’--\ L zscl b \
' —1 — G \\\
// 1T ’[ l o N
200 200 -50°C
1 / {
A //
100 100 —
pd
50
Ugg=1V 50 Ueg=1V
10. 10.
0,01 (03] 1 10 mA 0,01 [0} 1 10 mA
Ic — Ic—>
? ; l I | I 71403 TIK]
Ug=5V |
fT 1 =100 MHz
famp= 25 °C
300
MH /L
200
//
/
100 /
A
/'
003 10 mA
le—™
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Gestempelt mit:  BCWG1 A BCWSI B BCWGIC BCWSID BCX7I6 BCXTIH BCX71J BXTIK BCW 61 - BCW 61 R

Marked with: ~ BA 88 [ B [ B ] K  BCX 78 - BCX 7?“
Gestempelt mit: BCW 61 RA BCW 61 RS BCW 61 RC BCW 61 RD BCX 71 AG BCK 71 RH BXCT1RJ BEX 71 B 7
Marked with: YA L] v n ¥ i Y ™

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon PNP Epitaxial Planar AF Transistor

-

Anwendungen: Vorstufen und Schalter in Dick- und Diinnfilmschaltungen
Applications: Pre-stages and switches in thick and thin film circuits

Besondere Merkmale: Features:
@ In Gruppen sortiert ® /n groups selected
® Komplementar zu BCW 60 und BCX 70 ® Complementary to BCW 60 and BCX 70

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,12001 0,95 0,95 0,1:0015 0,95 0,95
-5 —e
f—‘r!'li ne i i [l t Normgehause

N

1,25 2,5 ‘ 1,25 Case
a5 < 23 A 3DIN 41869/8

2,5 ‘
ox ‘—°¥5— f or T ees ! (SOT 23)

Gewicht - Weight

%90
Y
©

l—2,9 — 9304 b 2,9 —»=

9303 max. 0,02 g
BCW 61 BCW 61 R
BCX 71 BCX 71 R
Absolute Grenzdaten BCW 61 BCX 71
Absolute maximum ratings BCW 61 R BCX71R
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 32 45 v
Collector-emitter voltage -Uces 32 45 \
Emitter-Basis-Sperrspannung -Ugpo 5 \'
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Collector current
Basisstrom -Ig 50 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb < 45°C, RthJA < 700 KIW PtOt 150 mwW
Sperrschichttemperatur ] 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —56..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.458/0475A 2
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BCW 61 -BCW61R
BCX 71 -BCX 71R

Wiérmewidersténde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient
auf Glassubstrat 7x7x1 mm Ripaa
on glass substrat
auf Keramik 30x12x1 mm Ringa
on ceramic

KenngréBen
Characteristics
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Iamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
—Ugg = 32V BCW 61/BCW 61 R~ Icgg

-Ucg = 45V BCX T1/BCX 71R —Iggs

tamb =150 °C,
~Ugg = 32V BCW 61/BCW 61 R ~ICEs
~Ugg = 45V BCX T1/BCX 71 R - Iogs

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage
—IC = 2mA BCW 61 -BCW61R - U(BR)CEO

BCX 71 -BCX 71R - U(BR)CEO

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voitage
-lg = 1pA - UiBRIEBO
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—IC = 10 mA, -IB = 0,25 mA - UCEsat
—Igc = 50mA, ~Jg = 1,25mA - UcEsat

Basis-Sattigungsspannung

Base saturation voltage
—]C = 10mA, —IB = 0,25 mA - UBEsat
—Ic = 50 mA, -IB =1,25mA - UBEsat

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
-UCE=5V, —IC=2mA _UBE

32
45

550

Typ.

120
200

0,7
0,83

Max.
700 K/IW
450 K/IW
20 nA
20 nA
20 pA
20 7.
20 nA
\
\
Vv
350 mV
550 mV
0,85 "
1,05 \
750 mV



BCW61-BCW61R
BCX 71 -BCX 71R

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis
DC forward curkent transfer ratio
=Ucg=5V,-Ig=2mA BCW 61
BCW61R
Gruppe/Group: A
B
C
D
-Ugg =5V,-Ig = 10pA
Gruppe/Group: A
B
C
D

Transitfrequenz
Gain bandwidth product

-Ugg = 5V,-Ig = 1mA, f=100MHz

RauschmaB
Noise figure

-Ugg = 5V, -Ig = 200pA, Rg = 2kQ,

f=1KkHz, A f= 200 Hz

BCW61 -Ugg=32V 751682 Th
BCX 71 -Ugg=45V
A RN
ces IR
104 Stuugunul
nA Scattering I:mul
/
103 : ,
102 y
10’ a1V4
/
1001/
4
-1
0 o 50 100 150 °C

Lamb

Min. Typ. Max.
BCX 71
BCX71R
G hfg 120 220
H heg 180 310
J h FE 250 460
K  heg 380 630
G hEe -
H heg 30
J hpg 40
K hrg 100
T 150 MHz
F 2 6 dB
! ! ! ! ! 75 1683
~UcEsat] hpg = 40
~UBEsat o = 28°C
08 #=001
v fp=03me A’
|
“Ugsat | AT
06 L bt V
04
2 A
~UCE sat I
(4]
01 1 10 mA
-/ c —
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BCW61:-BCW61R
BCX 71/BCX 71 R

* p —’I:;:o;:A 75 1676 T ? 78 1674 T
4 1
-b 70uA
_IC
8 famb=25°C] 80 tamb= 25 °C
mA 60 pA mA
Ll -+ -Ig=06mA
I T, iy
50,A | T
6 l ] 60 / 0,5mA_1
40 pA A Old:nAY
1 1 LR |
0.3mA
4 30 uA 401 AT
/
0,2mA
20 pA
2 20
I | 0,1mA
10 uA
0 04 08 12 -I}B V 0 04 08 12 16 V
CE— ~Uce—
_IB= 105 uA kil \;70 The 75 1878 T
,l 95 A [TTTT
_IC = lamb=25°C .Ic
LI
” 85 LA
hA N mA s 28°C
T
I3 uf [~ -ig=06mA
, ma i
. A
6 65 uA 60 0.5 mA ]
| 43%aaninanrEs
55 "A' oama_ttT| o
L1} 1]
T Tl L1
40 A5 LA 40—t 03 m.
111
a5 e «agRRgRNARRnE=CS
L T
a l |
200! 2,5 pA +—
TTT i | orma
(o) 2 3 4 0 4 8 12 16 V
~UCE " -UgE—»
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BCW61:-BCW61R
BCX 71-BCX 71R

1 75 1679 Th
_IC
800 ‘amb=28°C
HA [ ]
-Ugg=0.62V
600,
061V
40
060V
200 L]
059 v
TTT
o.?_g v
0 1 2 3 AV
~Ucg—™™
* BCW61A 78 1670 Trk|
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500
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o1 N
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—TT] ~\§\
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100 ] N
P
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10
001 o1 1 10 mA
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hee

-U“-o,guv 751677 Tk
TTTTT
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8 067V
mA
6
0,68V
4
i 068V
” 0.6‘4V
) TT]
063V
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I o e
o 1 2 3 vV
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- 1
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BCW 61 -BCW61R
BCX 71-BCX 71R

1 78 1672 V| ‘{ ” Tl I II 75 1673 W]
t (amt=100°C_H
/VFE . hFE gt 1
amp=100°C 500 =T 285°C
500 -—_---——_‘—TTT- I \‘
28°C - -50°C_Lt—1
’ -
11T \\ i
- -50°C__~t \\ /!'
b1 N L 111
20011 1= 200 BCW 61D
L BCX 71K
BCw 61C
100 BCX 714 _{J] 100
50 ~Ueg=1V 50 ~Uog=1V
10. 10
001 o1 1 10 mA 001 o1 1 10 mA
‘Ic — -ig —=

? 151000 Th
h
200
MHz et T TN
1
100
50
-Ugg=5V
/=100 MH2 it
famb=25°C
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5
1
(oA ] 1 10 mA
_Ic ——
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Gestempelt mit:  BCW 65 A BCW 85 3 BCW 85 C BCW 66 F BCW 66 & SCW 85
Marked with:  EA E8 EC EF 2 N

A\
BCW 65
& v s

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar AF Transistor

-

Anwendungen: Treiber und Schalter in Dick- und Diinnfilmschaltungen
Applications: Driver and switches in thick and thin film circuits

Besondere Merkmale: Features:
@ In Gruppen sortiert ® In groups selected
® Komplementér zu BCW 67 und BCW 68 ® Complementary to BCW 67 and BCW 68

Vorléufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
0,1:0015 0,95 0,95
_j E I me ; Normgehéduse
f Il I Case
2s | 5 125 23 A 3DIN 41869
. 0,5 H P f (SOT 23)

; j I._°' 43 Gewicht - Weight
o le—2,0 —! max. 0,02 g
Absolute Grenzdaten BCW 65 BCW 66
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 32 45 v
Collector-emitter voltage - Ucgs 60 75 \'
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueo 5 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom I 800 mA
Collector current
Kollektorspitzenstrom Icm 1000 mA
Collector peak current
Basisstrom Iy 100 mA
Base current
Gesamtverlustieistung
Total power dissipation

famb = 45 °C, Ryhyp =360 KIW Fiot 300 mw
Sperrschichttemperatur i 150 °Cc
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+1560 °C

Storage temperature range

$8.2.747/0380 A 1
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BCW 65 - BCW 66

Wirmewiderstand ~
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

auf Keramik 30 x 12 x 1 mm
on ceramic

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Ucgp =32V BCW 65
Ucg =45V BCW 66
famb = 150°C, Ugg =32V BCW 65
Ugg =45V BCW 66

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =4V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

Io=10mA BCW 65
BCW 66
Ic=10pA BCW 65
BCW 66

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig=10pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Io=100mA, Ig=10mA

I =500 mA, Ig = 50 mA
Basis-Sattigungsspannung

Base saturation voltage
Ic=100mA, Jg =10 mA

I =500 mA, Ig =50 mA

128

Min.  Typ.

Rihga

Ices
Ices

Ices
Ices

o

UBRr)cEO 32
UgRr)ceo 45

UBR)CES €0
UBRr)CES 75

UsrieBO 5

Ucesat
UcEsat

UBEsat 1
UBEsat

Max.

360 K/W
20 nA
20 nA
20 pA
20 pA
20 nA

\'

\"

Y

\

\"

300 mV
700 1\"
\

2 \Y



BCW 65 - BCW 66

Min. Typ. Max.

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

Gruppe/Group: A - G heg 75
B - H A 120
C - J g 180
Gruppe/Group: A+ G hpg 100 160 250
B H g 160 250 400
C - J A 250 350 630
Gruppe/Group: A - G g 35
B - H hFE 60
C cJd hFE 100
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =10V, Ic =20 mA, f= 100 MHz Nid 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Collector-base capacitance

RauschmaB
Noise figure
UCE =5 V, IC = 200 |JA, ‘RG = 2 kQ,
f=30Hz..2,5kHz F 2 10 dB
Schaltzeiten
Switching characteristics
Io=150mA, Igq =-Igy 15mA, R =150Q, tgmp=25°C
Einschaltzeit on 100 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit loff 400 ns

Turn-off time
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Gestempelt mit:  BCW 67 A BCW 67 B BCW 67 C BCW B3 F BCW B3 G BCW BB H
Marked with: DA o8 oc OF 06 DH

A\
BCW 67
<@> BCW 68

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon PNP Epitaxial Planar AF Transistor

Anwendungen: Treiber und Schalter in Dick- und Diinnfilmschaltungen
Applications: Driver and switches in thick and thin film circuits

Besondere Merkmale: Features:
@ In Gruppen sortiert @ In group selected
® Komplementér zu BWC 65 und BCW 66 @® Complementary to BCW 65 and BCW 66

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
0,1t0.015 0,95 0,95
LE "; ‘ Normgeh&use
+ 0 Case
2,5 ‘ 1,26 23 A3 DIN 41869/8
0,1 0.5 c 1 (SOT 23)
} b1 _loes Gewicht - Weight
e 2,9 —u max. 0,02 g
Absolute Grenzdaten BCW 67 BCW 68
Absolute maximum ratings
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~-Uceo 32 45 \"
Collector-emitter voltage ' ~Uces 45 60 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -Ic 800 mA
Collector current
Kollektorspitzenstrom =Icm 1000 mA
Collector peak current
Basisstrom -Ig 100 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =45°C, RthJA <360 K/W PtOt 300 mwW
Sperrschichttemperatur i 150 °Cc
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg 3 -55..4+150 °C

Storage temperature range

$8.2.748/0380A 1
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BCW 67 - BCW 68

Wiérmewiderstand ~
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

auf Keramik 30 x 12 x 1 mm
on ceramic

KenngroBen
Characteristics

tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current
~Ugp=32V
~Ucp=45V

tamb = 150°C, -Upgg=32V
_UCE =45V

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
-UEB =4V

BCW 67
BCW 68

BCW 67
BCW 68

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

'IC= 10 mA

-Ig=10pA

BCW 67
BCwW 68

BCW 67
BCW 68

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Emitter-base breakdown voltage
—[g=10pA

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
=Ic =100mA, —-[g =10 mA
=Ic = 500 mA, -Ig = 50 mA

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
—Ic=100mA, -Ig =10 mA

"IC = 500 mA, "IB =50 mA
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Ringa

~Ices
~Ices

~Ices
-Ices

~IBo

-UBR)CEO
~UBR)CEO

-UBR)CES
-UmBR)CES

-Usr)EBO

~UcEsat
~UCEsat

~UBEsat
~UBEsat

32
45

45

Max.

360

20
20

20
20

20

300
800

KIw

nA
nA

A
A

nA

<< <<

mV
mV



BCW 67 - BCW 68

Min. Typ. Max.

Kollektor-Basis~Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
“Ucg=1V.-Ic=10mA BCW 67 BCW 68

Gruppe/Group: A - G hpp 75
C - J I 180
_UCE =1V, _IC = 100 mA
Gruppe/Group: A - G hgg 100 160 250
B H e 160 250 400
C - J K 250 350 630
_UCE =2 V, -IC = 500 mA
Gruppe/Group: A * G hgp 35
Cc - J hg 100
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
=Ucg =10V, -=Ic =20 mA, f= 100 MHz " 100 MHz
Koliektor-Basis-Kapazitét
Collector-base capacitance
-UCB =10V, /=470 kHz CCBO 12 18 pF
RauschmaB
Noise figure
~Ucg =5V, ~Ic =200 pA, Rg = 2 kQ,
f=30Hz..25kHz F 2 10 dB

Schaltzeiten
Switching characteristics

_IC = 150 mA, -IB1 = +IBZ 15 mA, RL =150Q, lamb =25°C

Einschaltzeit fon 100 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit toff 400 ns
Turn-off time
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BCW 98

A
<@
A4

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Silicon NPN epitaxial planar transistor
Anwendungen: NF (audio) Vor- und Treiberstufen in Hybridschaltungen
Applications:  Audio pre- and driver stages in hybrid circuits

Komplementéar zu:

Complementary to: BCW 99

h Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
MafBe in mm

rot

Gruppe A: ohne / 02x01
Gruppe B: braun db E 1 S +
c ) = %
Gruppe C: blau P . 06
Gruppe D: gelb = l
—= e 03
—— 23 45

Kunststoffgehause

Plastic case

Gewicht - Weight

max. 0,02 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

<ollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 45 Vv

"~ Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 \Y

Emitter-Basis-Sperrspannung UeBo 7 \Y

Kollektorstrom Ic 100 mA

Basisstrom Ig 20 mA
Gesamtverlustleistung

tamb = 45°C Piot 50 mwW

Sperrschichttemperatur t; 125 °C

Lagerungstemperatur tstg —55..+125 °C

B 2.2.0673
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BCW 98

Min. Typ. Max.

Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RihJA 1600

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ucg = 35V Ices ™) 20
UCE =35V, tamb = 125°C ICES **) 20
Emitterreststrom
Ugg = 4V lEBO 20
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ilc =10pA UsricBo®) 45
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic = 2mA UBriceo ™) 45
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE=1pA UeRiEBO ") 7
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic = 10mA, ig = 0,25 mA UcEsat ) 0,35
Ic =50mA, Ig = 1,26 mA Ucesat Y 0,55
Basis-Sattigungsspannung
Ic = 10mA, Ig = 0,25 mA" UBgsat?) 06 0,85
Ic =50mA, Ig = 1,25mA Uggsat )Y 1,0
Basis-Emitterspannung
Uce =5V, Igc=2mA Uge 0,55 0,6 0,7
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uce =5V,Ig = 10pA  Gruppe A hrg 78
Gruppe B 20 145
Gruppe C 40 220
Gruppe D 100 300
UcE=5V,Ic=2mA Gruppe A hpg*) ) 120 170 220
Gruppe B 190 250 310
Gruppe C 250 350 460
Gruppe D 380 500 630
*) AQL = 0,65% 1) %" =001, tp = 03ms

**)AQL = 2,5%

°C/W

HA

nA
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BCW 98

Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur ty o, = 25°C

Transitfrequenz

Ucg =5V, Ig = 10mA, f = 100 MHz fr 125 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucp =10V, f =1MHz CcBO 6 pF
Emitter-Basis-Kapazitat

_ Ugg =05V, f=1MHz Ceso 15 pF

RauschmaB

Ucg = 5V, Ig = 200 uA, Rg = 2kQ F 6 dB

f = 1kHz, Af = 200 Hz

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur t3 5, = 25°C

Emitterschaltung
Ucg =5V, Ic=2mA, f = 1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe A hjg 2,7 kQ

Gruppe B hjg 3,6 kQ

Gruppe C  hje 4,5 kQ

Gruppe D hje 75 kQ

Leerlauf-Spannungsriickwirkung Gruppe A hig 15 104

Gruppe B hpo 2 104

Gruppe C hpg 2 104

Gruppe D he 3 104
““urzschluB-Stromverstarkung Gruppe A hyg 200
~ Gruppe B he 260
Gruppe C h¢e 330
Gruppe D hge 520

Leerlauf-Ausgangsleitwert Gruppe A  hgg 18 30 pS

Gruppe B hge 24 50 uS

Gruppe C hge 30 60 S

Gruppe D hge 50 100 S

AEG-TELEFUNKEN



BCW 98

Min. Typ. Max.
Schaltzeiten - Switching times
Umgebungstemperatur ty o, = 25°C
Einschaltzeit

|C = 10mA, IBl = 1mA}
ton? 150
Ic = 100mA, Ig; = 10mA on?) ns
Ausschaltzeit
I[c= 10mA /gy = -lgo = 1mA } )
toff 2 850 s
Ic = 100mA, Ig; = -Igo = 10mA oft?) !

Rg=500 Anzeigegerit:
ty =tr<2ns R 2100kn
t t, S15ns
P 4
7 =oo +i0V
tp = 1ps
o
MefBschaltung fiir:
73483 Ttk

toff: ton bei Ic=10mA

2) siehe MeBschaltung
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BCW 98

1 40pA 70130 Th T ” 30pA 70129 Tk
T
1 I
c 3,5uA c et 2%
800 8 T
L 30uA mA| —’—’
20
600" 25pA —— 6
! -
l JA
20pA
s L 4
15pA J_
I -
200 it
'on.LyIA 'p=SpA 1
tamb=25°C tamb=25°C
o 2 3 4V (o] 2 3 4V
Uce — Uce—*
t (VJt'm'u »0‘.5.':m‘A 70127 Tk T 73128 ™
by
Ic A ossmh Ic
Fosoms
/ L 0OASmMA femb =25°C
80 £ 101 Y I | | L
ST R stng Ko
//' ’ro,:!ls":A A ol L
" 4 T
Pa '"‘I [ ARP
60 aib%s 026ma || | d ~025mal P
[ 1] A d L [
/
| | Q20mA | | G20mA
a T || 7 [
A T
a0 aisma 7 ="
| L1 L pd " s
juosssent
010ma| 40
- —
i % - o,1o‘mA
20 1g=0.08mA—]| 1
2 I
ig=005mA
tamb® 25°C
NN i
% 1 v oL 10 ]20\
Uce — Uce —»

AEG-TELEFUNKEN




BCW 98

T 73128 ™M T 73134 ™R
hFEn fr
heg
2 hfh;g(lc-zmu_m-u'f)
[T
UcgmV
1
MHz
1,51 1 =100 MHx
tamb®25°C U
e
L tempm100°C | A N |14 -
\ -:' NGO
} § Uce"2V \E:
P 25°C o
1
" = —
ot /'
r V4
5 -80°c
05 V.4
=
0 10
Q01 o1 1 10 mA (03] 1 10 mA
ic—
T 73136 w |, f ] T l"'" ™
| 2'IMI
h en b, en o aseC
11
8V h,
ez 20 P e
h e
\,.. R = falkHz
n B
- f=1kHz
S~— N\ 1= =
Fre e |
N \ s AT |
N\ \ -
N / A
N N
| / 1,0 Lt 10 et
1 [~ hte ““I >
_A N\ 05
hoe
o 1 10mA (o] 10 20V
Ic — Uce —

AEG-TELEFUNKEN




PiniS
) 4

BCW 99

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon PNP epitaxial planar transistor

Anwendungen: Audio Vor- und Treiberstufen in Hybridschaltungen
Applications:  Audio pre- and driver stages in hybrid circuits

Komplementar zu:
Complementary to:

BCW 98

— Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm

violett

Gruppe A: ohne O’
Gruppe B: braun
Gruppe C: blau

~H4O
oo\
===

violett

0,2 0.1

S
0
©

— 06
06

03
lt— 2.3 ——o4

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

sllektor-Basis-Sperrspannung -Uceo
“Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego
Kollektorstrom -lg
Basisstrom -ig
Gesamtverlustleistung

tamp = 45°C Ptot
Sperrschichttemperatur t;
Lagerungstemperatur tstg

AEG-TELEFUNKEN

B 2.2.0673

te——— 4.5

Kunststoffgehause
Plastic case
Gewicht - Weight
max. 0,02g

45 \Y
45 \'
5 \Y
100 mA
20 mA
50 mwW
125 °C
—-55..+125 °C
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BCW 99

Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RinJA 1600 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

—Ucg =35V -lces™ 20 1A
~Ucg = 35V, tgmp = 125°C -lces ™) 20 LA
Emitterreststrom
—UEB =4V —IEBO 20 nA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
-lg = 10pA -UBR)cEO") 45 \'
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-l = 2mA _U(BR)CEO *)1) 45 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
“lg = 1pA ~UBR)EBO ") S v
Kollektor-Sattigungsspannung
~-lc = 10mA, -Ig = 025 mA -UcEsat Y 0,25 \'
—-lc = 50mA, -ig = 1,25 mA -UcEsat )Y 0,55 \
Basis-Sattigungsspannung
=lc = 10mA, —Ig = 0,25 mA -Uggsat?) 06 085 \Y)
—-lc = 50mA, -Ig = 1,25 mA -Uggsat ™Y 1,0 \
Basis-Emitterspannung
-Ucg =5V, -Ic = 2mA -Uggd) 0,55 07 Vv
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
-Uce =5V, -Ic = 10 A Gruppe A  hpg 140
Gruppe B hFE 30 200
Gruppe C  hpg 40 270 ~
-Uce =5V, -l =2mA Gruppe A hgg*)Y) 120 170 220
Gruppe B hpe ™)) 180 250 310
Gruppe C  hpg™)?) 250 350 460
*)AQL = 0,65% 1) t-T‘l =001, tp = 0,3ms
**)AQL = 2,5%
AEG-TELEFUNKEN
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BCW 99

Min.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatut t;, = 25°C
Transitfrequenz
~Ugg =5V, ~Ic = 10mA, f = 100MHz  fy
Kollektor-Basis-Kapazitat
-Ugg = 10V, f = 1MHz CcBO
Emitter-Basis-Kapazitat
_ -Ugg = 05V, f = 1MHz Cego
RauschmaB
-Ugg = 5V, —Ig = 200 pA, F
Rg = 2kQ
f = 1 kHz, Af = 200 Hz
Vierpol KenngréB8en - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tgmp = 25°C
Emitterschaltung
-Ugg =5V, -Ic =2mA, f = 1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Gruppe A hje
Gruppe B hje
" Gruppe C  hjg
Leerlauf-Spannungsriickwirkung Gruppe A  hyg
Gruppe B h¢
Gruppe C  hpe
KurzschluB-Stromverstarkung Gruppe A h¢g
Gruppe B hfe
- Gruppe C  hge
Leerlauf-Ausgangsleitwert Gruppe A hge
Gruppe B hge
Gruppe C  hge

Typ.

200

2,7
3,6
4,5

15

200
260
330
18
24
30

Max.
MHz
7 pF
15 pF
6 dB
kQ
kQ
kQ
104
104
104
30 uS
50 pS
60 pS
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BCW 99

Min. Typ. Max.

Schaltzeiten - Switching times
Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Einschaltzeit

—-lg = 10mA, -lgy = 1mA}
ton 2 150
~Ig = 100mA, -Ig; = 10mA on?) ns
Ausschaltzeit
—-lc= 10mA, -ig; =lgo = 1mA } 2
ns
-Ig = 100mA, -Ig] = Igp = 10mA toff ) 800
Rg =50 Anzeigegerit:
>
ty =tre<2ns R =100kn
'?p S001 t, Z15ns
‘p =1us
] ‘
-10V _,—
' MeBschaltung fiir:
73484 Ttk toff: ton bei =Ic=10mA

2) siehe MeBschaltung

AEG-TELEFUNKEN
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